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物質と光の相互作用をフェムト秒及びナノメートルのスケールで観察することを目的とし

ており，近年のナノ加工技術，高速通信技術の発展に伴い重要なテーマのひとつである．時

空間的に高分解能を両立するイメージング技術は少なく，フェムト秒レーザーパルスや電

子線パルスを利用した時間分解 SEM,時間分解 STM と時間分解 PEEM に限られる．しかし，

様々な用途で利用されている半導体は金属と比較して電気抵抗率が高いことから帯電が問

題となり，このような極限条件での光学特性を測定した報告はない．そこで，我々は，繰り

返し周波数可変のフェムト秒レーザーを励起光とした時間分解 PEEM を開発し，半導体表面

に光励起した電子のドリフト速度及び移動度 [1]，さらには，ナノサイズ半導体中に励起し

た光キャリアの寿命測定を行った．他に，透明電極などへの応用が期待されているグラフェ

ン中のキャリア輸送特性の研究も紹介する． 
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